DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES Il (48 hrs.)
Profesor: Dr. Yasuhiro Matsumoto Kuwabara.

OBJETIVOS: Comprender los fendmenos adicionales a los dispositivos bipolares convencionales
debido a la alta inyeccidon de los portadores. Conocer los disefios y las tecnologias para la
fabricacion de los dispositivos de potencia eficientes.

Contenido:
TEMA 1: TRANSPORTE DE LOS PORTADORES.

1.1 Movilidad: Dependencias en Temperatura; Concentracién de impurezas; Campo
eléctrico; Niveles de inyeccion; Dispersidn superficial.

1.2 Resistividad: Impurificacion mediante la trasmutacién de neutrones.

1.3 Tiempo de vida: Recombinacion SRH; Generacidn carga-espacial; Optimizacion de
niveles de recombinacion; Control de tiempo de vida.

TEMA 2: VOLTAIJE DE RUPTURA.

2.1 Avalancha.

2.2 Unién abrupta.

2.3 Por alcance.

2.4 Uniodn graduada.

2.5 Uniodn difundida.

2.6 Terminacion de uniones.

TEMA 3: TRANSISTORES POR EFECTO DE CAMPO DE UNION J-FET.

3.1 Estructura y caracteristicas.
3.2 Analisis del dispositivo.

3.3 Operacion bipolar.

3.4 Estructuras tecnoldgicas.

TEMA 4: DIODOS p-i-n CONTROLADOS POR CAMPO.

4.1 Estructuras y caracteristicas.

4.2 Andlisis del dispositivo.

4.3 Funcionamiento a altas temperaturas.
4.4 Respuesta a frecuencia.

5.5 Estructuras y tecnologias.

TEMA 5. TRANSISTORES MOS.

5.1 Estructuras y caracteristicas.
5.2 Analisis del dispositivo.
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5.3 Respuesta en frecuencia.

5.4 Funcionamiento bajo conmutacion.
5.5 Diodo integral.

5.6 Tolerancia a radiacidn de neutrones.
5.7 Funcionamiento a altas temperaturas.
5.8 Estructuras y tecnologias.

TEMA 6: DISPOSITIVOS MOS — BIPOLAR.

6.1 Tiristor con compuerta MOS.

6.2 Transistor IGBT con compuerta aislada.
6.3 Estructura y operacion.

6.4 Analisis del dispositivo.

6.5 Respuesta en frecuencia.

TEMA 7: TIRISTORES.

7.1 Operacion estacionaria.

7.2 Estados de bloqueo inverso y directo.

7.3 Perfiles superficiales.

7.4 El estado de conduccidn directa.

7.5 El modelo de dos transistores.

7.6 Procesos transitorios de encendido (por compuerta; di/dt; dv/dt).

7.7 Procesos transitorios de apagado (Circuito de conmutacion; decremento de
corriente; por compuerta).
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FiSICA ANALITICA (48 hrs.)
Profesor: Dr. luori Kuadriatsevt.

OBJETIVOS: Consideracion tedrica de la interaccion idn-solido, Rayos-X-solido y electrén-sdlido
como principio fisico de diferentes técnicas de analisis superficial. Estudio de algunas
caracteristicas analiticas de técnicas modernas de anadlisis de superficies y revision de
instrumentos modernos de analisis.

Contenido:
TEMA 1: INTRODUCCION.

1.1 Aplicaciones de rayo de electrones o rayo de iones en el andlisis de superficies.
1.2 Sistemas con alto vacio: formacién de vacio, medicidon de vacid, técnica de alta vacio.

TEMA 2: DESCRIPCION FiSICA DE LA INTERACCION ION-SOLIDO.

2.1 Teoria de colisiones atomicas.
2.2 Erosién mediante bombardeo con iones (sputtering).
2.3 Implantacién de iones.

TEMA 3: RAYO DE IONES EN ANALISIS DE MATERIALES.

3.1 Espectrometria de lones Dispersados, (ISS).

3.2 Espectroscopia Rutherford de Retrodispersion, (RBS).

3.3 Espectrometria de Masas de lones Secundarios, (SIMS).

3.4 Espectrometria de Masas de Atomos Neutros Secundarios, (SNMS).

TEMA 4: INTERACCION DE RAYO DE ELECTRONES Y SOLIDO.

4.1 Procesos fisicos involucrados en la interaccion electron-sélido.
4.2 Difraccion de electrones en cristales.
4.3 Algunos efectos especiales en la interaccion electrén-sdlido.

TEMA 5: RAYADO DE ELECTRONES EN EL ANALISIS DE MATERIALEAS.

5.1 Difraccién de electrones de baja energia o alta energia, (LEED, HEED).
5.2 Microscopio electrénico de barrido, (SEM).

5.3 Microscopio electrénico de transmision, (TEM).

5.4 Microscopio de Electron Auger, (AES, SAM).

5.5 Microandlisis Electrén Fotén, (EPMA).

5.6 Espectroscopia Electrdnica para Andlisis Quimico, (ESCA, XPS).
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TEMA 6: RAYOS —X EN EL ANALISIS DE MATERIALES.

6.1 Difraccién de Rayos-X.
6.2 Fluorescencia de Rayos-X.
TEMA 7: NUEVOS METODOS PARA EL ANALISIS DE SUPERFICIES.

7.1 Bases fisicas de microscopio de contacto.
7.2 Microscopia de Fuerza Atdmica — Microscopia de Tunelamiento, (STM — AFM).
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